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はじめに 

我々は，UHV スパッタエピタキシー法を用

いて ZnO 層のエピタキシャル成長を行ってい

る．前回，基板温度 900℃の高温領域にてオフ

角 0.02°と 0.2°の α-Al2O3 (0001)基板上に ZnO

層を成長した結果について報告した．(10-12)面

における XRD ω スキャンパターンにおいて，

オフ角 0.02°ではピーク分離が見られたが，0.2°

では単一のピークであった[1]．また，オフ角

0.02°においては，ZnO 層の膜厚を増加するこ

とで単一のピークとなった[2]．今回は，0.2°の

オフ角基板を用いた際の膜厚依存性について

検討を行ったので報告する． 

実験方法 

ZnO 層は，UHV スパッタエピタキシー法に

より，オフ角 0.2°の 2 インチ径 α-Al2O3 (0001)

基板上に成長した．ターゲットには ZnO 焼結

体（6-N）を使用した．反応ガスは Ar(6-N)を用

いた．ガス流量は 5 sccm，ガス圧力は 15 mTorr

一定とした．成長した ZnO 層は，電界放出型

走査型電子顕微鏡（FE-SEM）などを用いて評

価を行った． 

実験結果 

膜厚の異なるZnO層の FE-SEM像を Fig.1に

示す．膜厚 0.8 µmと 6.8 µmの両方のにおいて

表面に，ピットを有する逆六角錐状の構造が見

られた．それぞれのピット密度は，0.8 µmにお

いては 1×1010 cm-2であり，6.8 µmは 1×109cm-2 

であった．膜厚の増加によりピット密度は減少

することが解った．尚，他の結果を含めた詳細

については当日報告する予定である． 

 

（a）0.8 µm 

 

（b）6.8 µm 

Fig 1. SEM images of ZnO layers. 
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